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【はじめに】本研究室では稀リン酸熱拡散による n
+エミッタ形成と，パルス DC 反応性スパッタ堆積法による

SiNx:H 反射防止膜形成により結晶 Si 太陽電池の作製プロセスを確立している．n
+エミッタ形成では不純物の

拡散深さと表面濃度が変換効率に影響する．本研究では n
+熱拡散の拡散温度 T と拡散時間 tの太陽電池諸

特性への影響を調べたので報告する． 

【実験】180μm厚の as-cut(100)p-Si基板を TMAH溶液によりピラミッド形成した．続いて稀リン酸を塗布し,電気

管状炉でアニール(T=860~930℃,t=3~60 min,大気)することで n
+エミッタ形成した．表面リンガラスをフッ酸で除

去した後に反応性パルス DC スパッタにより反射防止膜(SiNx：H)を室温で 100 nm 堆積した．続いて表面 Ag

電極と裏面 Al 電極をスクリーン印刷し，電極を焼結(T=780℃，大気)した．最後にフォーミングガスアニール

(400℃,10 min，3.8%H2 in N2)を行った．AM1.5太陽光(Class B)を照射し，IV特性を評価した． 

【結果】1cm
2太陽電池の IV 特性の t 依存性を図 1 に示す．T は 900℃である．また図 1 から Jsc,Voc,FF,η の t

依存性を図 2に示した．同じくそれらの T依存性を図 3に示した．図 3ではシート抵抗 Rsを 50±5Ω/□で固定

した．図 2より,t=3 minではVocが 0.520 Vであったが t=5 minで 0.585 Vまで上昇し，それ以降は飽和した．t=3 

minでは拡散が不十分であった為である．一方で Jscは t増大とともに減少した．これは n
+層の増加によるもの

である．従って最適条件は t=10 minで η=14.3%となった．拡散温度依存性については図 3 より Tの増加ととも

に短絡電流 Jscは増加した．これはｎ
+層の不純物が急峻なほどよいことを示している．一方で FF は 900℃か

ら徐々に減少した． Rsは一定であることから，これは n
+層の薄化に伴って Ag 電極の貫通が起きやす

くなった為である．最適条件は拡散温度 910℃で Jsc=36.3 mA/cm
2
, Voc=0.594 V, FF=0.74, η=15.9%となった．   
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図 2.Jsc/Voc/FF/ηの t依存性 図 3. Jsc/Voc/FF/ηの T 依存性 
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図 1.I-V特性の t依存性 
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